
The University of Tokushima (2011)〉 Faculty of Engineering〉 Electrical and Electronic Engineering (Day Course) [⇒Japanese]

Integrated Circuit (I) 2 units (required selection (D))

Yasuo Ohno · Professor / Material Science and Device, Department of Electrical and Electronic Engineering

Target〉 集積回路技術が産業として大きく発展した技術的背景の理解と共に，プ
ロセス設計，デバイス設計に必要な基礎知識の習得を目標とする．

Outline〉 MOS集積回路作製の基本的プロセス，酸化 ·拡散などの要素プロセス
技術，MOSトランジスタ特性を理解する上で重要なMOSダイオード特性，し
きい値電圧，グラジュアルチャネル近似，配線や微細化の限界などについて
講義と演習を行う．

Fundamental Lecture〉 “Semiconductor Physics”(1.0), “Semiconductor Device
Physics”(1.0)

Relational Lecture〉 “Integrated Circuits (II)”(0.5)

Notice〉 演習，試験では関数電卓持参のこと．
Goal〉 MOSFET動作原理，グラジュアルチャネル近似，スケーリング則の理解
Schedule〉

1. ICビジネス
2.プレーナテクノロジ
3.要素プロセス
4. MOSダイオード特性
5.しきい値
6.演習
7.半導体での電流輸送
8. MOSトランジスタ
9.グラジュアルチャネル近似

10.回路形式とトランジスタ特性
11.演習
12. CMOS
13.スケーリング則
14. LSIにおける配線の問題
15.微細化極限
16.最終試験

Evaluation Criteria〉 講義に対する理解の評価は，平常点 (レポートの提出状況 ·
内容)20%，試験 80%により評価する．

Relation to Goal〉 (D)専門基礎 30%，(E)[主目標]専門分野 (物性デバイス)70%
Textbook〉 未定
Contents〉 http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/cgi-bin/toURL?EID=215972

Student〉 Able to be taken by only specified class(es)
Contact〉
⇒ Ohno (E棟 2階南 A-7, +81-88-656-7438, ohno@ee.tokushima-u.ac.jp)

Mail
Note〉
�本科目は同学期に開講される「集積回路 2」と連携して講義 ·演習を行う．
「半導体工学」，「電子デバイス」を受講していることが望ましい．
�授業を受ける際には，2時間の授業時間毎に 2時間の予習と 2時間の復習
をしたうえで授業を受けることが，授業の理解と単位取得のために必要で
ある．
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